Telefunken Transistor BFX89 Datasheet
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Telefunken Transistor BFX89 Datasheet

BFX 89

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistor fiir professionelle
Anwendungen bis in den GHz-Bereich.

Silicon NPN high frequency epitaxial planar transistor for professional
applications up to GHz range.

Abmessungen - Dimensions

MaBe in mm
M2:1
st arf sl
I S
8 Mormgehéduse
i DIN 1B A 4
‘ PPLIN JEDEC TO 72
Gewicht - Weight
max. 0,5 g
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucsao 30 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 15 ')
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 25 )
Kollektorstrom I 25 mA
Kollektorspitzenstrom lem 50 mA
Gesamtverlustleistung Piat 175 mwW
tamb = 45°C
Sperrschichttemperatur i 200 "C
Lagerungstemperatur | -65..4200 *°C
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Datasheet

Warmewiderstdnde - Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung
Sperrschicht-Gehiuse

Rinua
Rinsc

Statische KenngrdBen - DC characteristics

Umgebungstemperatur tamp = 25° C

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

Ic = 10 pA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc = 10 mA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

le = 10 mA, Rge = 100Q
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

lg = 10 pA
Kollektor-Basis-Stromverhaltnis

Ugg =1V, Ic = 2 mA

Uge =1V, lg = 25 mA

Uierjcea®) 30

Uerjceo*) 15

Uprcer 24

Uemeso®) 2.5
hee") 20
hre 20

Dynamische KenngréBen - AC characteristics

Umgebungstemperatur tamp = 25° C

Transit-Frequenz

Use = 10V, lc = 4 mA

Ugg = 10V, Iz = 10 mA
Kollektor-Basis-Kapazitat

Ugg = 10V, lIg = 0,1 = 1 MHz
RauschmaB

Ugg=5V.lc=2mA Rz =508

f = 500 MHz

*) AQL = 0,65%

Min.
fr 800
fr 1
Ceceo
F

= 880 *CIW
= 580 "C/W

Typ. Max.

Typ. Max.

MHz
GHz
1,7 pF

65 dB
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Min. Typ. Max.

Leistungsverstirkung Voe 7 dB
Uce = 10V, lc = 8mA,f = 800 MHz
Ausgangsleistung Pa 6 mwW

Uee = 10V, lc = 8mA, 8 = 83 = 2
f1 = 800 MHz, fz = 802 MHz, fim = 804 MHz,
dp = —30dB

Cy_ 4=2...20pF
Ly=Culg 25+4+0,5mm>
Ly=Culig 20-4-05 mm>
Ly=Ferritperie
Lg=Culg 304 *05mm>
Lg=4Wdg/45%Cunrg0s?

RG! RL! 50N

UHF=Verstirker/f=742-T49MHz
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